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초    록 

뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위한 시냅스 소자의 후보로 우수한 시냅스 업데이트 

특성과 전력 소모 특성을 가지는 리튬 이온 기반의 전기화학 시냅스 소자가 

제안되었다. 그러나 아직 소자 신뢰성, 산포 특성, 펄스 길이에 따른 선형성 

등에 대한 논의가 부족하며, 계면에서의 특성에 대한 이해도 부족하다. 따라서 

본 논문에서는 COMSOL multiphysics 를 활용하여 이차원 유한요소법을 통해 

전기 이중막, SEI layer 등 계면에서의 비이상성이 반영된 전기화학 시냅스 

소자를 모델링하고, 여러 시냅스 특성을 분석했다. 

펄스 길이가 2ms 이하 수준으로 짧아짐에 따라 전기 이중막 효과에 따른 

전류 누설로 인해 소자 업데이트 선형성이 감소하는 것을 확인하였으며, 2ds 

이상의 펄스 길이에 대해서도 소자 업데이트 선형성이 감소하는 것을 통해 

동작 범위에 대한 고려가 필요함을 확인했다. 또한, 소자 증착 시의 장비에 

따라 생기는 전극 두께와 표면 거칠기로 인해, 소자 간 산포가 나타날 수 

있음을 고려하여 이에 따른 업데이트 양상 차이를 확인했다. 소자 신뢰성 

평가에서는 Retention과 Cycling시에 대해 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 

layer 형성 반응에 따른 소자 용량 저하 및 소자 특성 저하를 확인했다. 특히, 

Retention 에 대해서는 시간에 따른 용량과 채널 내 리튬 농도의 수학적 

관계식을 구하여, 보다 긴 시간 간격에 대한 retention 특성을 평가하였다. 

본 연구에서는 여러 요인을 통해 발생하는 시냅스 특성 저하에 대해 

알아보았고, 소자 동작 범위 조정, 초기 소자 동작 등을 통해 이를 개선할 수 

있음을 확인하였다. 전기화학 시냅스 소자의 이온 기반 소자라는 장점을 충분히 

활용하고 개선하기 위해선, 전기 이중막과 SEI layer 등 계면에서의 특성에 

대한 충분한 이해가 필요함을 시사한다. 

 

주요어 : 뉴로모픽 컴퓨팅, 전기화학 시냅스, 유한요소법, 선형성, 

신뢰성 

학   번 : 2021-26474 
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1.  서론 

기존의 디지털 컴퓨터는 폰 노이만(John Von Neumann)이 고안한 

구조로, 메모리와 연산 장치를 분리하여 명령어를 메모리에 저장하고, 

이를 통해 입력된 명령을 순차적으로 실행하며 동작한다. 이러한 구조적 

유연성을 바탕으로, 폰 노이만 컴퓨터는 시스템 성능의 급속한 향상을 

이끌어왔다.[4-7] 

 그러나 기술이 발전하며 컴퓨터의 크기가 작아지고, 처리해야 할 

데이터가 많아짐에 따라, 폰 노이만 컴퓨터에서 필연적으로 발생하는 

데이터 병목 현상이 문제가 되기 시작했다. 데이터들이 연산 장치와 

메모리 장치 사이를 오가며 비효율이 발생하는 것이다.[4, 6, 8] 뿐만 

아니라, 방대한 양의 데이터와 연산을 다루는 딥 러닝 기반의 

인공지능을 구현에 이용하기 위해서는 기존의 컴퓨터는 연산 속도와 

에너지 효율성 측면에서 한계를 보이고 있다.  

이에 따라, 기존의 폰 노이만 구조를 벗어난, 새로운 방식의 컴퓨터 

아키텍쳐가 제안되어 왔으며, 그 중 인간의 뇌에서 영감을 받은 

뉴로모픽 컴퓨팅이 활발히 연구되고 있다.[6, 9-12]  인간의 뇌는 fJ 

단위의 극소량의 에너지를 통해 방대한 연산을 병렬적으로 수행할 수 

있다. 뉴로모픽 컴퓨팅에선 아날로그 비휘발성 메모리 소자를 통해 

뉴런과 시냅스를 구현하고, 이를 크로스바 어레이 구조로 배열하여 뇌의 

기능을 모사한다. 메모리 소자는 컨덕턴스 값을 뉴런 사이의 연결성을 

나타내는 가중치 값으로 사용하며, 키르히호프의 법칙과 옴의 법칙에 

따라 심층신경망과 같은 인공지능 알고리즘 연산에 사용되는 행렬곱 

연산을 병렬적으로 수행할 수 있다.[13] 높은 학습 정확도의 인공지능 

알고리즘을 구현하기 위해선 가중치 업데이트에서의 높은 

선형성(linearity) 및 대칭성(symmetry)이 요구되며, 많은 컨덕턴스 
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수와, 넓은 동작 범위(on/off ratio), 데이터 신뢰성 특성(retention 및 

cycle endurance)과 산포 특성(Uniformity)도 중요하다. [14, 15]  

 위와 같은 특성들을 기준으로 상변화 메모리(PCM, Phase Change 

Memory), 저항 기반 메모리(RRAM, Resistive Random Access 

Memory), 강유전체 메모리(FeFET, Ferroelectric Field Effect 

Transistor), 전기화학 메모리(ECRAM, Electrochemical Random 

Access Memory) 등 다양한 아날로그 비휘발성 메모리 소자가 활발히 

연구되고 있으며, 실리콘 기반의 CMOS(Complementary Metal Oxide 

Semiconductor)을 통해서도 뉴로모픽 컴퓨팅이 구현된 바 있다.[13, 

16-19] 이들은 모두 전류/전압 신호에 따라 컨덕턴스 값을 바꿈으로써 

시냅스 사이의 가중치 값을 조절하며 동작하지만, 해당 동작을 구현하는 

메커니즘과 위에 소개한 특징들을 만족하는 지에는 차이를 보인다.  

 먼저 상변화 메모리(PCM)의 경우, 이름에서 암시하듯 물질의 

상(Phase)에 따라 달라지는 컨덕턴스 값을 이용해 상을 변화시키며 

동작하는 소자로, 높은 동작 범위와 전력 소모 및 집적도 등의 측면에서 

강점을 보인다.[20, 21] 주로 GST(Ga-Sb-Te)와 같은 칼코제나이드 

물질을 사용하며, 해당 물질은 결정질 상태에서 높은 컨덕턴스 값을, 

비결정질 상태에서 낮은 컨덕턴스 값을 나타낸다. 이 상은 온도를 통해 

결정되므로 전압 펄스에 따른 Joule heating을 통해 프로그래밍할 수 

있다. 소자에 녹는점 이상의 온도를 주었다가, 급랭(quenching)시킬 

경우 소자는 비결정질 상태(RESET 상태)가 되며, 결정화 온도 이상, 

녹는점 이하의 온도를 천천히 가해주면 다시 결정질 상태(SET 상태)로 

조절할 수 있다.[22] 이와 같이 비대칭적인 동작 특성은 상변화 메모리 

소자의 큰 단점 중 하나인 낮은 가중치 업데이트 특성으로 

이어진다.[22-25] 

저항 기반 메모리(RRAM)의 경우, 일반적으로 물질 내에 전도성 
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필라멘트를 형성함으로써 컨덕턴스를 조절한다. RRAM 소자 내부는 

산화물, 금속 이온, 또는 다른 이온 등의 활성 물질로 이루어져 있으며, 

셀에 인가되는 전압에 따라 활성 물질이 산화 혹은 환원되며 금속 

필라멘트를 형성한다.[26, 27] RRAM은 이와 같은 필라멘트의 형성과 

소멸을 통해 컨덕턴스를 조절할 수 있으며, ns 수준의 빠른 동작, 높은 

데이터 신뢰성(retention), CMOS 공정과의 호환성 등이 

검증되었다.[28, 29] 하지만 전류와 전압 펄스를 이용해 활성 물질 들의 

이동을 세밀히 제어하기 어렵기 때문에, 선형성에서 큰 한계를 보이고 

있다.[30, 31]  

  강유전체 메모리(FeFET)는 금속-산화물-반도체의 구조를 가지는 

전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)에 강유전체 레이어를 

추가하여 컨덕턴스를 변화시킨다. 강유전체 레이어 사이에 강한 

전기장을 걸면 계면에 전하들이 쌓이게 되어 이는 컨덕턴스의 변화로 

이어진다.[32-34] 이 소자는 강유전체의 특성으로 인해 전압을 껐을 

때도 컨덕턴스가 오래 유지되는 높은 신뢰성 특성(retention)을 가지며, 

빠른 스위칭 특성과 낮은 전력 소모 또한 검증된 바 있다.[35, 36] 

하지만 극성을 지속적으로 바꾸어 에너지 밴드의 휨을 수반하며 

동작하는 소자의 특성 상 내구성의 저하가 쉽게 일어난다는 한계가 

있다.[37, 38] 

 전기화학 시냅스 소자(ECRAM)는 기존의 리튬 이차 전지의 음극, 

전해질, 양극으로 이루어진 구조에서 양극을 채널로 사용하고 음극에 

게이트 전극을, 양극에 소스와 드레인 전극을 붙인 삼단자 소자로, 채널 

물질의 호스트 내 리튬 이온의 농도에 따라 컨덕턴스가 달라지는 특성을 

통해 동작한다.[19] 게이트와 소스 전극 사이에 전류 또는 전압 펄스를 

가하면 전해질을 통해 리튬 이온을 주입시키고 빼낼 수 있으며(Write 

동작), 소스 전극과 드레인 전극 사이에 전압 차를 가하면 채널 영역의 
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컨덕턴스를 읽어올 수 있다(Read 동작). 전기저항이 높은 전해질을 

통해 펄스가 가해지지 않을 때에도 채널 내 리튬 이온의 농도를 잘 

유지할 수 있으며, 채널로 주입되는 리튬의 양을 펄스의 길이와 진폭을 

통해 정밀하게 조절할 수 있기에 가중치 업데이트에서의 뛰어난 

선형성과 대칭성을 확보할 수 있다. 또한, 이온 주입 반응의 낮은 

에너지 장벽에 따라 펨토줄 수준의 높은 에너지 효율성 또한 

검증되었다.[19, 39, 40] 다만, 낮은 이온의 이동도에 따라 펄스 길이를 

일정 수준 이하로 줄이기 어렵고, 이는 비교적 느린 동작 속도라는 

한계로 이어진다.[41] 또한 리튬 이온을 이용하는 소자의 특성 상 

기존의 실리콘 기반 반도체(CMOS)와 호환성 문제를 피할 수 없다. 

이에 따라 처음 제안된 리튬 이온 기반 소자 이외에도 구리, 양성자, 

산소 등 다양한 이온을 통해 전기화학 시냅스 소자를 제작하려는 시도가 

진행되고 있다.[42-49] 

 전기화학 시냅스 소자는 2017년 LISTA(Lithium Ion Synaptic 

Transistor for Analog Computing)라는 이름으로 처음 제안되었으며, 

해당 소자는 LixSi, LiPON(Lithium Phosphorus Oxynitride), 

LCO(Lithium Cobalt Oxide)를 각각 게이트 전극, 전해질, 채널 물질로 

사용하였다. 게이트 전극과 소스 전극 사이 전류 또는 전압 펄스를 

가하면 LCO 채널로 리튬을 충방전 시킬 수 있고, LCO 물질 내로 

주입된 리튬 이온은 산화코발트 이온을 4가에서 3가로 환원시키며 LCO 

물질의 컨덕턴스 변화로 이어진다.[19] 

해당 소자는 2s 길이의 전압 펄스와 전류 펄스를 통해 이상적인 

선형성과, 40 사이클 동안의 열화 없는 동작이 검증되었다. 또한, 각 

쓰기 동작 당 에너지 소모가 1aJ 이하 수준으로 계산되는 등, 우수한 

잠재성을 보여주었다.[19] 

 하지만, 해당 선행연구에서는 그 이외에 업데이트 대칭성, retention 
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특성, 산포 특성 등에 대한 논의가 부족했으며, 선형성에 대해서도 펄스 

길이가 너무 긴 2s에서만 검증되었다는 점, 그리고 cycle endurance의 

경우에도 40 cycle 까지만 검증되었다는 한계가 있다. Cycle 

endurance의 경우 LCO와 LiPON을 각각 양극과 전해질로 사용한 리튬 

이차 전지에서 10%의 용량에서 105번의 충방전 사이클에 대한 

내구성이 검증된 바 있으나, 본 소자에서 음극으로 사용한 Si의 경우 

충방전이 반복됨에 따라 부피가 최대 4배까지 팽창하는 등 다양한 

문제가 발생함이 보고되었다.[50, 51] 

이외에도, 리튬 이차전지의 구조를 모사한 만큼 배터리 내의 계면에서 

발생하는 여러 잠재적 문제를 피할 수 없을 것으로 예상된다. 먼저 

양극과 전해질 사이의 계면 전하 전달 반응에서는 모든 전하가 

이상적으로 전달되지 않고, 일부 계면에 남아 전기 이중막(EDL, 

Electric Double Layer)을 형성한다.[52-55] 이는 계면에 병렬적으로 

커패시터가 존재하는 효과를 내며, 특히 수십 나노 수준으로 배터리보다 

얇은 채널 두께를 갖는 전기화학 시냅스 소자의 특성상 전기 이중막 

효과에 의한 영향은 더욱 클 것으로 예상된다.[54] 또한, 음극과 전해질 

사이의 계면에서도 전하 전달 반응에 의한 리튬 이온이 모두 충방전되지 

않고, 채널과 전해질 사이의 계면에 쌓여 SEI(Solid Electrolyte 

Interphase) layer를 형성하는 문제도 리튬 이차전지에서 보고된 바 

있다.[56-58] 이에 따라 활용 가능한 리튬 이온의 양이 감소하고, 

계면에 쌓이는 레이어에 전계가 걸리는 등 이는 소자의 내구성 저하로 

이어질 수 있다.[59, 60]  

 이와 같이 LISTA 소자는 특정 조건 하에서 우수한 선형성과 에너지 

효율성 등으로 우수한 잠재성을 보임이 검증되었지만, 대칭성, retention 

특성, 산포 특성 등 아직 논의가 부족한 시냅스 특성이 남아있으며, 

또한 음극으로 사용된 Si과 각 계면에서 발생할 여러 문제들이 시냅스 
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특성에 끼칠 영향에 대한 이해도 부족하다. 

따라서, 본 연구에서는 COMSOL Multiphysics 소프트웨어를 활용한 

유한요소법(FEM, Finite Element Method) 시뮬레이션을 통해 LISTA 

소자의 동작을 모사하고, 앞서 언급한 계면에서의 비이상적 특성 등을 

시뮬레이션에 반영하여 LISTA 소자의 선형성, 대칭성, 신뢰성, 산포 

특성 등 다양한 시냅스 특성을 평가한다. 유한요소법 시뮬레이션을 통해 

전기화학 시냅스 소자의 특성을 분석하려는 시도들이 있었지만, 여러 

계면에서의 특성과 일차원 시뮬레이션이라는 한계로 소자의 너비 방향에 

따른 특성을 반영하지 못했다는 한계가 있다.[19, 41] 전해질과 채널 

계면 사이에 생기는 전기 이중막 효과를 반영하여 2차원 유한요소법 

시뮬레이션으로 전기화학 시냅스 소자를 모델링한 시도가 있었지만, 

소자의 펄스 길이에 따른 선형성 평가에만 집중하였다.[61] 본 

연구에서는 게이트 전극과 전해질 사이 계면에서 쌓이는 SEI layer 등을 

추가로 반영해 기존 모델을 확장하여 시뮬레이션 정밀도를 향상시키고, 

선형성, 대칭성, 신뢰성, 산포 특성, 동작 속도 등 다양한 시냅스 

소자로서의 특성을 종합적으로 평가하였다. 이를 통해 여러 환경과 

조건에 따른 시냅스 소자의 동작 특성을 미리 예측하고, 이후의 개선 

방향에 대해 제안할 수 있을 것으로 기대한다. 
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2. 실험 및 분석 방법 

전기화학 시냅스 소자의 동작은 각 전극 및 전해질 내 이온의 이동과 

계면에서의 전하 전달 반응 등과 같이 서로 상호작용 하는 여러 

현상들에 의해 결정된다. 이온의 이동에는 농도 그래디언트에 의한 

확산(diffusion)과 전계에 의한 이동(migration) 등 다양한 메커니즘이 

작용하며, 계면에서의 전하 전달 반응 또한 계면에 걸린 전계와 물질의 

종류, 온도 등 다양한 요인에 영향을 받는다. 이와 같은 영향들을 

COMSOL Multiphysics 소프트웨어에 반영하기 위해서는 이들을 

수학적으로 기술할 필요가 있다. 이들은 각각 tcd(Tertiary current 

distribution, Nernst-Planck), tds(transport of diluted physics), 

ec(electric currents) physics를 사용하여 반영되었으며, 기술된 

기호들에 대한 설명은 Table 1에 요약하여 정리하였다.  

 

Symbol Description Dimension 

iloc Local current density A/m2 

i0 Exchange current density A/m2 

αa Charge transfer coefficient of anodic reaction 1 

αc 
Charge transfer coefficient of cathodic 

reaction 
1 

F Faraday constant C/mol 

η Overpotential V 

R Gas constant J/mol⋅K 

Rj 

Electrolyte dissociation-recombination 

reaction rate 
mol/m3‧s 

T Temperature K 

k Boltzmann constant m2⋅kg/s2⋅K 

e Elementary charge C 
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ci Concentration of species i mol/m3 

ci,max Maximum concentration of species i mol/m3 

ci,min Minimum concentration of species i mol/m3 

ci,init Initial concentration of species i mol/m3 

c0 
Total concentration of Li atoms in LiPON 

matrix 
mol/m3 

δ 
Fraction of free Li ions in electrolyte at 

equilibrium state 
1 

kd 

Dissociation rate constant for ionic generation 

reaction 
1/s 

kr Rate constant for recombination reaction m3/mol‧s 

Ect charge transfer potential V 

Eeq Equilibrium potential V 

Φs,ext Electrode potential V 

Φl Electrolyte potential V 

Φl Electrolyte potential V 

itot Total current density A/m2 

ict Current density of charge transfer reaction A/m2 

idl Current density of double layer A/m2 

qdl Charge accumulated in double layer C 

ηdl Overpotential along double layer V 

I1C 
Local current density corresponding to a 1C 

discharging rate 
A/m2 

Ji(x) Flux of species j at distance x mol/s‧m2 

Dj Diffusion coefficient of species j m2/s 

 Valence of species j 1 

v(x) Flow velocity m/s 

E(x) Electric field V 

H Dimensionless anode volume expansion factor 1 

J Dimensionless exchange current density 1 
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f Lumped nondimensional parameter 1/s 

QSEI Local accumulated charge in SEI layer C 

νSEI Reaction coefficient of the SEI species 1 

n 
Number of electrons involved in the SEI 

forming reaction 
1 

Av Electrode surface area 1/m 

MP Molar weight of SEI product g/mol 

ρP
 Density of the SEI product g/m3 

κ Conductivity of SEI film S/m 

δfilm SEI film thickness m 

δfilm, 0 Initial SEI film thickness m 

τ Tortuosity 1 

ε Volume fraction (porosity) 1 

 

 

Table 1. Symbols and their descriptions used in equations for FEM simulation 

model of electrochemical synaptic transistor. 
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2-1. 시뮬레이션 모델 구조 
 
 본 연구에선 LixSi, LiPON(Lithium Phosphorus Oxynitride), 

LCO(Lithium Cobalt Oxide) 물질을 각각 게이트 전극, 전해질, 채널로 

사용한 선행연구[19]에서 제작한 소자를 모델링한다. 각 필름의 두께는 

50nm, 400nm, 120nm에 해당하며 소스 전극과 드레인 전극은 2μm의 

간격을 두고 채널의 끝 부분에 부착되었다. 이차원 시뮬레이션을 통한 

특성 평가를 기본으로 하되, 신뢰성 특성 평가와 같이 시뮬레이션 

시간이 필연적으로 길어지는 항목에 대해서는 일차원 시뮬레이션을 통해 

평가했다. 전기화학 시냅스 소자의 구조와, 모델링한 소자의 구조를 

Figure 1에 나타내었다. Figure 1(b)에서 확인할 수 있듯이 일차원 

시뮬레이션의 경우 소스 전극과 드레인 전극은 모델링할 수 없으며, 

이에 따라 일차원 시뮬레이션에선 소스 전극과 드레인 전극 사이에 

전압차를 가하는 읽기 동작을 모사할 수 없다. 따라서 일차원 

시뮬레이션의 컨덕턴스 값에 대해선, 이차원 시뮬레이션에서 구한 채널 

내 리튬 농도 vs 채널 컨덕턴스 관계를 활용하여 채널 내 리튬 농도를 

컨덕턴스로 바꾸어 평가한다.  

 일차원 시뮬레이션에서의 각 영역은 interval node를 통해 

구현하였으며, 이차원 시뮬레이션에선 rectangle node를 통해 

구현하였다. 이차원 시뮬레이션의 소스 전극과 드레인 전극의 경우, 

polygon node를 이용하여 2μm 길이의 두께를 갖지 않는 직선으로 

모델링하였다.  

이후, sputtering 장비 등을 이용하여 각 물질을 도포(deposition)할 

때 생기는 비균일성(nonuniformity)를 반영하기 위해 이차원 

시뮬레이션의 직선으로 구현된 각 영역을 곡선으로 확장한다. Line 

segment 노드와 parametric curve 노드를 통해 각 영역과 테두리를 
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구현하고, convert to solid 노드를 이용해 영역으로 반영하였다. 전해질 

및 채널 전극의 위쪽 테두리가 sine wave를 통해 구현되었으며, 이 때 

sine wave의 주기와 진폭을 파라미터로 입력하여 이후에 쉽게 비교할 

수 있도록 하였다. 마찬가지로 소스 전극과 드레인 전극도 parametric 

curve 노드를 통해 sine wave로 확장하였다. 
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Figure 1. (a)Schematic of Li-ion based all-solid-state electrochemical 

synaptic transistor. Schematic of (b)1-dimensional and (c)2-dimensional 

FEM simulation model.  
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2-2. 리튬 이온의 거동 

 전기화학 시냅스 소자 내 리튬 이온의 거동에 대해 전해질 영역 

내부(2-2-1), 게이트와 채널 영역 내부(2-2-2), 각 영역 사이 

계면(2-2-3, 2-2-4)으로 나누어 설명한다. 

 

2-2-1. 전해질 영역 내부 

 본 모델링에서 전해질 물질로 사용된 LiPON은 고체 전해질로서 이온 

전도도가 높으며, 뛰어난 전기화학적 안정성을 보인다.[62, 63] 고체 

전해질 영역 내 리튬 이온의 거동은 아래의 Nernst-Planck equation 

및 전하 중성 조건을 통해 모델링하였다.[64, 65] 

 

 
𝜕𝑐𝑗

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝐽𝑗 = 𝑅𝑗 (1) 

 𝐽𝑖(𝑥) =  −𝐷𝑗∇𝑐𝑗 −
𝐷𝑗𝑧𝑗𝑒

𝑘𝑇
𝑐𝑗𝐸(𝑥) + 𝑐𝑗𝑣(𝑥)  (2) 

 ∑ 𝑧𝑗𝑐𝑗 = 0

𝑗

 (3) 

 

 Nernst-Planck equation의 유량 J는 농도 그래디언트에 의한 

확산(diffusion)과, 이온 이동(electromigration), 대류(convection)를 

통해 결정되며 이는 순서대로 수식 (2)의 우변에 반영되었다. 이 중 

대류(convection)은 외부 힘의 작용에 의한 영향으로, 본 소자의 고체 

전해질에선 무시할 수 있다. 수식 (1)의 Rj는 전하 캐리어 생성 반응 

상수로, 아래의 고체 전해질 내 전하 캐리어 생성 반응식에 따라 

정의된다. 
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 𝐿𝑖 + 𝑉𝐿𝑖+

𝑘𝑑
↔
𝑘𝑟

𝐿𝑖+ + 𝑉𝐿𝑖
− (4) 

 

 LiPON 물질 내 리튬 이온의 일부는 열적으로 여기된 상태로 존재하며 

host material 내 리튬 이온 공공(Vacancy)를 형성하고, 이를 통해 

리튬 이온의 이동이 일어날 수 있다.[66] 평형 상태의 여기된 리튬 

이온의 양은 δ값을 통해 다음 식들을 따라 정해진다. 시뮬레이션 

내에서는 전체 전하 캐리어 반응 상수 R의 값을 변수로 입력하여 

반영한다. 

 

 

 𝑐
𝐿𝑖+
𝑒𝑞

= 𝑐𝑛−
𝑒𝑞

= 𝛿𝑐0 (5) 

 𝑐
𝐿𝑖0
𝑒𝑞

= (1 − 𝛿)𝑐0 (6) 

 𝑘𝑑 = 𝑘𝑟

𝑐0𝛿2

1 − 𝛿
 (7) 

 𝑅 = 𝑘𝑑𝑐𝐿𝑖0 − 𝑘𝑟𝑐𝐿𝑖+𝑐𝑛− (8) 

 

 리튬 이온에 대한 Nernst-Planck equation의 다이나믹 경계 조건은 

아래 수식을 따라 계면에서의 전하 전달 전류에 의해 결정된다. 전해질 

내 반대 음이온에 대해서도 같은 방법으로 경계 조건이 정해지며, 단 

반대 음이온의 경우 계면에서의 유량이 0으로 고정된다. 

 

 𝑖𝑙 = 𝐹 ∑ 𝑧𝑗𝐽𝑗

𝑗

 (9) 

 𝛻 ⋅ 𝑖𝑙 = 𝐹 ∑ 𝑧𝑗𝑅𝑗 + 𝑄𝑙

𝑗

 (10) 
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2-2-2. 전극 영역 내부 

 게이트와 채널 전극 내 리튬 이온의 거동은 tds physics 를 통해 

모델링하였다. 전극 내부에서 전기장에 의한 리튬 이온의 

이동(migration)은 전자의 이동에 비해 무시할 만하다고 가정하며, 이에 

따라 네른스트-플랑크 식에서 농도 그래디언트에 의한 확산 항만을 

통해 모델링한다.  

 

 
𝜕𝑐𝑗

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝐽𝑗 = 𝑅𝑗 (11) 

 𝐽𝑗(𝑥) =  −𝐷𝑗∇𝑐𝑗 (12) 

 

 또한, 각 전극 내의 전기 전도도를 따라 옴의 법칙이 모델링된다. 채널 

전극(LCO)의 경우 전기 전도도는 리튬 농도에 대한 함수로 

반영되었다.[67, 68]  

 

 𝑖𝑠 =  −𝜎𝑠𝛻𝜙𝑠 (13) 

 𝛻 ⋅ 𝑖𝑠 = −𝐹 ∑ 𝑧𝑗𝑅𝑗 + 𝑄𝑠

𝑗

 (14) 

 

 

2-2-3. 채널 전극/전해질 계면 

소자의 게이트 전극과 소스 전극 사이에 전류 또는 전압 펄스가 

가해지면 채널 전극과 전해질 사이 계면에서는 아래 수식을 따라 전하 

전달 반응이 일어난다.  
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 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2  
𝑘1
↔

𝑘−1

 𝐿𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑂2 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− (15) 

 

 해당 계면 전하 전달 반응의 kinetics는 아래의 버틀러-볼머 

식(Butler-Volmer Equation)을 통해 모델링된다. 

 

 𝑖𝑙𝑜𝑐 = 𝑖0[exp (
𝛼𝑐𝐹𝜂

𝑅𝑇
) − 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛼𝑐𝐹𝜂

𝑅𝑇
)] (16) 

 𝑖0 = 𝐹𝑘 [
(𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑠)𝑐𝐿𝑖+,

(𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑠,𝑚𝑖𝑛)𝑐𝐿𝑖+,   𝑖𝑛𝑖𝑡

]

𝛼𝑎

[
(𝑐𝑠 − 𝑐𝑠,𝑚𝑖𝑛)

(𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑠,min )
]

1−𝛼𝑎

 (17) 

 𝜂 = 𝐸𝑐𝑡 − 𝐸𝑒𝑞 = 𝜙𝑠,𝑒𝑥𝑡 − 𝜙𝑙 − 𝐸𝑒𝑞 (18) 

 

 과전압(η)에 따라 계면에서의 국소 전류(iloc)가 정해지며, 이 때 

과전압이란 가해준 전압에서 평형 전위를 제한 값으로, 수식 (18)을 

통해 정해진다.  

 

 𝑖𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝑖𝑐𝑡(𝑡) + 𝑖𝑑𝑙(𝑡) (19) 

 
𝑖𝑑𝑙(𝑡) =

𝑑𝑞𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐶𝑑𝑙

𝑑𝜂𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝐶𝑑𝑙

𝑑(𝜙𝑠 − 𝜙𝑙)

𝑑𝑡
 

(20) 

 

하지만 서론에서 소개한 바와 같이, 모든 전류가 계면 전하 전달 

반응에 사용되지 않고 일부는 계면에서 전기 이중막을 형성하는 데 

소모된다. 전기 이중막은 소자에 병렬적으로 커패시터가 연결된 효과를 

낸다.[52-55] 수식 (19)에서 확인할 수 있듯이, 채널 전극과 전해질 

사이 계면에 흐르는 전류(itot) 중 일부는 전기 이중막에 따른 

커패시턴스에 의해 비-패러데이 전류(idl, Double Layer Current)로 

소모되고, 나머지(ict, Charge Transfer Current)만이 전하 전달 반응에 

사용된다. [69] 
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이와 같은 효과는 COMSOL multiphysics의 tcd physics 내의 

Double Layer Capacitance 노드를 통해 아래 수식에 따라 

모델링하였다. 이중막 커패시턴스(Cdl) 값으로는 참고 문헌[69-71]의 

값을 기본으로 하고, 해당 값의 영향이 주요해지는 선형성을 평가할 

때는 이를 적절한 범위 내에서 변화시키며 시뮬레이션 결과를 

분석하였다. 

 

2-2-4. 게이트 전극/전해질 계면 

소자 동작 시 게이트 전극과 전해질 사이 계면에서는 아래의 전하 

전달 반응이 일어난다. 해당 전하 전달 반응의 kinetics는 채널 전극과 

전해질 사이 계면과 마찬가지로 버틀러-볼머 식을 통해 모델링되었다. 

 

 𝐿𝑖 ↔  𝐿𝑖+ + 𝑒− (21) 

 𝑆𝑖 + 𝑥𝐿𝑖 ↔ 𝐿𝑖𝑥𝑆𝑖 (22) 

 

추가로, 전기화학 시냅스의 게이트 전극과 전해질 사이 계면에서는 

이온 중 일부가 전해질 물질과 만나 부산물을 생성하는 기생 

반응(parasitic reaction)이 일어난다.(Figure 2) 이는 전기 이중막과 

마찬가지로 전하 전달 반응에 사용되어야 할 이온을 일부 소모하며, 

또한 이와 같은 부산물이 쌓여 계면에 SEI layer가 형성되면 소자에 

걸릴 전계를 일부 소모할 수도 있다. [57, 58, 60] 이와 같은 효과는 

COMSOL multiphysics의 tcd physics 내의 Electrode Reaction 노드를 

통해 모델링하였으며, 아래 수식들을 따른다.[60] 

  

 𝑆 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− → 𝑃𝑆𝐸𝐼 (23) 
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𝐼𝑆𝐸𝐼 =  −  (1 +  𝐻)

𝐽𝐼1𝐶

𝑒𝑥𝑝 (
𝛼𝜂𝑆𝐸𝐼𝐹

𝑅𝑇
) +  

𝑄𝑆𝐸𝐼𝑓𝐽
𝐼1𝐶

 
(24) 

 𝜕𝑐𝑆𝐸𝐼

𝜕𝑡
= −

𝜐𝑆𝐸𝐼𝑖 𝑆𝐸𝐼

𝑛𝐹
  

(25) 

 
𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚 =

𝑐𝑆𝐸𝐼𝑀𝑃

𝐴𝜐𝜌𝑃
+ 𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚,0 

(26) 

 

 수식 (23)의 반응식과 같이 전해질의 Solvent(S)와 리튬 이온이 만나 

부산물(PSEI)를 형성하며, 해당 반응식의 반응속도는 수식 (24)를 통해 

결정된다. 그리고 수식 (25), (26)를 따라 ISEI 값에 비례하는 속도로 

SEI layer가 성장하게 된다. 

 이 중 수식 (24)의 H, f, J는 각각 fitting parameter로 이후 추가 

연구를 통해 값들을 파악할 필요가 있으며, 우선 본 연구에서는 

선행연구의 전극 및 전해질 물질을 따르는 값으로 사용하였다. [60]  

이 중, H는 Volume Expansion Factor로, 게이트 전극 내 리튬이 

유입될 때, 부피가 팽창함에 따라 SEI layer 생성 반응이 가속화되는 

효과를 반영한다. 게이트 전극 물질로 사용된  LixSi는 전극 내 리튬의 

양에 따라 부피가 대략 최대 4배까지 증가하게 된다.[51] 게이트 

전극의 부피가 증가함에 따라 SEI layer는 점차 압력을 받고, 어느 순간 

깨지게 되면 게이트 전극 물질이 SEI layer에 막히지 않고 전해질 

물질에 직접 노출되는 부분이 생겨 반응이 가속화되는 것이다.(Figure 3) 

따라서 H는 리튬 주입에 따른 음극의 팽창 속도에 비례하며, 리튬이 

음극에서 반대로 빠져나갈 때에는 0의 값을 갖는다. 참고문헌[60]에서 

음극으로 사용한 graphite의 경우 리튬 양에 따른 부피가 여러 단계에 

따라 비선형적으로 따라 증가하지만(Figure 4a), 본 연구에서 음극으로 

사용한 LixSi의 경우 선형적으로 증가한다(Figure 4b). 따라서, H값의 
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경우 본 연구에서는 상수로 적용하였으며, 리튬이 음극에서 양극으로 

빠져나가는 depression 동작에서만 0으로 모델링하였다. 다음으로 f와 

J는 각각 frequency parameter, non-dimensional exchange current로, 

각각 아래 수식을 따라 정의된다.  

 

 𝑓 =
𝜏𝑉𝐼1𝐶

2

휀(1 − 휀)𝑐𝐷𝐹𝐴2
 (27) 

 𝐽 =
𝜀𝐼0

𝐼1𝐶
   (28) 
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Figure 3. Effect of volume expansion of electrode on SEI forming reaction. A 

portion of SEI layer is cracked during lithiation, and then SEI forming reaction 

is accelerated through new host active particle material exposed to electrolyte 

solvent.[2]  

Figure 2. Schematic figure of SEI forming reaction. The desired electrochemical 

reaction at the electrolyte/anode interface is the intercalation of lithium ions, 

but lithium ions can also react with electrolyte components to form solid-

electrolyte interphase. 
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Figure 4. Volume expansion with regard to Li composition of (a)graphite 

electrode[1], and (b)Si electrode[3] 

a 

b 
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2-3. 쓰기 및 읽기 동작 

2-3-1. 쓰기 동작 

 전기화학 시냅스 소자의 쓰기 동작은 전류 펄스 또는 전압 펄스를 

통해 가능하다. 전류 펄스의 경우 tcd physics 내의 electrode current 

node와 electric ground 노드를 통해 구현하였으며, 소스 전극을 

그라운드로 잡고, 게이트 전극에 전류를 펄스 형태로 가하였다. 전압 

펄스의 경우 tcd physics 내의 electric potential 노드와 electric 

ground 노드를 통해 구현하였으며, 게이트 전극을 그라운드로 잡고, 

소스 전극에 전압을 펄스 형태로 가하였다. 이 때, 전압 펄스는 게이트 

전극과 채널 전극의 초기 리튬 농도를 바탕으로 계산한 평형 전위를 

기준으로, 해당 평형 전위에 펄스 형태의 전압값을 더하여 가하였다. 이 

때, 소자의 평형 전위는 각 전극 내의 리튬 조성에 따라 달라지기 

때문에 매 시점에서 평형 전위를 새로 계산하여 가하는 것이 

이상적이지만, 이는 실제 소자에서는 구현이 불가능하므로 초기 농도를 

통해 계산한 평형 전위로 고정하여 가하였다. 

 

2-3-2. 읽기 동작 

 읽기 동작의 경우 ec physics 내의 ground 노드와 electric potential 

노드를 통해 구현하였다. 드레인 전극을 그라운드로 잡고, 소스 전극에 

적당한 bias(0.175V)를 가하였으며, 소스 전극에 흘러들어오는 

전류밀도를 적분하고, 가해준 bias로 나눠줌으로써 컨덕턴스로 

변환하였다. 이 때, 시뮬레이션의 수렴성을 위해 읽기 동작은 쓰기 

동작에 대한 study를 먼저 진행한 후, 해당 결과를 바탕으로 읽기 

동작을 따로 진행하였다. 
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시뮬레이션에 사용된 각 파라미터의 값은 Table 2 에 요약하여 

정리하였다. 명시된 값들을 각 파라미터의 기본 값으로 사용하였으며, 

변화가 있는 경우 각 챕터에서 따로 언급하였다. 

 

Parameter Description Value unit 

cLi
LCO, max Maximum Li concentration in LCO 23500 mol/m3 

cLi
LCO, min Minimum Li concentration in LCO 10105 mol/m3 

cLi
Si, max Maximum Li concentration in Si 3060000 mol/m3 

cLi
Si, min Minimum Li concentration in Si 0 mol/m3 

cLi,0
LiPON Initial Li concentration in LiPON 30500 mol/m3 

DLi
LCO Diffusion constant of Li in LCO 2x10-14 m2/s 

DLi
Si Diffusion constant of Li in Si 4x10-13 m2/s 

DLi
LiPON Diffusion constant of Li in LiPON 1x10-15 m2/s 

Dn
- Diffusion constant of electrons in LiPON 5x10-15 m2/s 

DLi
LCO Diffusion constant of Li in LCO 2x10-14 m2/s 

F Faraday’s Constant 96485.33 A/mol 

A Cross-sectional area 600000 μm2 

δ 

Fraction of free Li ions in electrolyte at 

equilibrium state 

0.18 1 

T Temperature 298 K 

R Gas constant 8.314 J/molK 

Table 2. Parameters and their values used in FEM simulation.  
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3. 결과 및 토의 

3-1. 실제 소자 측정 데이터와의 비교 

 COMSOL multiphysics를 통해 진행한 이온 제어 시냅스 소자의 

모델링의 정확도를 평가하기 위해, 실제 소자를 공정한 

선행연구[19]에서의 측정 데이터와 이차원 시뮬레이션 데이터를 

비교한다. 전류 펄스를 통해 몇 번의 potentiation과 depression을 

진행하며 얻은 시간 vs 전도도 데이터를 비교하였으며, 이는 Figure 5에 

나타냈다. 쓰기 동작에서 전류 펄스는 350nA로 2초씩 주어졌으며, 펄스 

사이의 휴지 기간도 2초씩 주어졌다. 읽기 동작에서는 소스 전극과 

드레인 전극 사이 0.175V의 전압을 가해 채널의 컨덕턴스를 읽었다.  

 Figure 5a에서 확인할 수 있듯이, 실제 소자의 실험 데이터를 높은 

정확도로 모사할 수 있었으며, Figure 5b에서 각 펄스마다의 컨덕턴스 

업데이트 양 수치를 확인할 수 있다. 전체적으로 시뮬레이션 데이터보다 

측정 데이터의 펄스 당 컨덕턴스 변화량이 보다 불규칙적으로 나온 것을 

확인할 수 있으며, 이는 소자의 공정과 실제 쓰기/읽기 동작에서 

발생하는 실험 오차에 기인하는 것으로 생각한다. 소자의 특성과 입력 

신호 컨트롤을 이상적으로 조절하는 시뮬레이션에서 이런 미세한 실험 

오차까지는 반영하지 못했지만, 전체적으로 최소 1.19배의 

정확도에서부터, 최대 1.00배의 정확도까지 높은 정확도로 측정데이터를 

모사할 수 있었다. 또한, 소스 전극에 Read 동작에 따른 전류 뿐만 

아니라, 쓰기 동작에 따른 전류도 같이 읽히며, 시간에 따른 컨덕턴스의 

개형 그래프(Figure 5a)에서 각 펄스가 주어질 때 마다 일시적으로 

컨덕턴스가 증감하는 모양도 성공적으로 모델링하였다.  
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Figure 5. Comparison of simulated and measured data for (a) conductance, GSD(t) 

and (b) change in conductance per pulse, during current pulse update of LISTA 

device  



 

 26 

3-2. 소자 선형성 평가 

3-2-1. 펄스 크기 및 길이에 따른 가중치 업데이트  

 본 연구에서의 전기화학 시냅스 소자와 같은 전하/이온 이동 기반 

메모리의 장점 중 하나는 전하 중립성(charge neutrality)을 기반으로 

소자를 통하는 전자의 양을 통해 소자의 특성을 정교하게 조정할 수 

있다는 것이다. 전류 펄스에서의 경우, 가해지는 전류 펄스의 길이와 

크기의 곱에 해당하는 전하가 이동하며, 따라서 전기화학 시냅스 소자의 

채널 내 리튬 이온 농도 및 컨덕턴스 변화량은 가해지는 펄스의 크기와 

길이에 비례한다. 펄스 길이와 펄스 크기를 바꾸어 가며 소자를 

동작시키며, 이와 같은 소자 특성이 이차원 시뮬레이션에서 잘 

나타나는지 확인한다. 변화시킨 파라미터의 값에 대해서는 Table 3에 

정리하여 나타냈으며, 이 중 이중막 커패시턴스(Double layer 

capacitance)에 대해서는 3-2-2에서 보다 자세히 논의한다.  

 

 

Parameter Description Value unit 

pW Pulse width 
2E-1 2E-2 2E-3  

2E-4 2E-5 2E-6 

s 

Igs Pulse amplitude 50 200 350 500 nA 

Cdl Double layer capacitance 
0.005 0.02 0.05 

0.2 0.5 

F/m2 

Table 3. Values of swept parameter during linearity test simulation. 
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Figure 6. (a) Pulse width and (b) pulse amplitude dependence of the change 

of normalized Li composition in LCO. Double layer capacitance is varied 

during simulation. 
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Figure 7. (a) Pulse width and (b) pulse amplitude dependence of the change 

of conductance states of LCO. Double layer capacitance is varied during 

simulation. 
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펄스 길이와 크기에 따른 펄스 당 채널 전극 내 리튬 농도 업데이트 

양(Figure 6)과,  컨덕턴스 업데이트 양(Figure 7) 모두 예상한 바와 

같이 선형적인 비례 관계를 나타냄을 확인할 수 있다. 이 때, Figure 6의 

y 축 값으로 나타낸 X 는 normalized SOC 로, 수식 (30)을 통해 

계산하였다. 이를 통해 이온 이동을 기반으로 동작하는 전기 화학 

시냅스 소자의 특성이 잘 나타났음을 알 수 있으며, 이러한 선형성은 

펄스 길이에 대해서보단 펄스 크기에 대해서, 그리고 컨덕턴스 변화량 

보다는 리튬 조성 변화량에서 더 이상적으로 나타난 것도 확인할 수 

있다. 각 그래프의 선형성을 아래 수식 (31)을 따라 평가했을 때 

0.05F/m2 의 Cdl 값 기준으로, Figure 6a 와 Figure 6b 는 각각 8.70 과 

10.73, 그리고 Figure 7a 와 Figure 7b 는 각각 2.55, 1.45 로 나타났다. 

수식 (31)의 rsq 는 선형 회귀 모델에서의 결정계수(R-Squared)를 

의미한다.  

 

 컨덕턴스 변화량이 리튬 조성 변화량에 비해 덜 이상적인 선형성을 

보이는 이유는 LCO 채널 물질의 리튬 조성에 따른 컨덕턴스 관계가 

완벽하게 선형적으로 비례하지는 않기 때문이다. 이에 따라 채널 내 

리튬 농도를 읽기 동작을 통해 컨덕턴스 값으로 변환할 때 약간의 

비선형성이 추가되는 것이다. 펄스 크기에 대한 의존성보다 펄스 길이에 

대한 의존성이 보다 비선형적으로 나타난 이유에 대해서는 채널 전극과 

 𝑆𝑂𝐶 =
𝑐𝐿𝑖

𝑐𝐿𝑖,𝑚𝑎𝑥
 (29) 

 𝑋[%] =
𝑐𝐿𝑖 − 𝑐𝐿𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝐿𝑖,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝐿𝑖,𝑚𝑖𝑛
 × 100 (30) 

 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =  −log (1 − 𝑟𝑠𝑞) (31) 
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전해질 사이 계면의 전기 이중막 때문으로 이해할 수 있으며, 3-2-

2 에서 보다 자세히 논의한다. 

 

3-2-2. 펄스 길이에 따른 소자 선형성 평가 

Cdl 값을 변화시켜가며 펄스 길이에 따라 100 번의 전류 펄스를 통해 

업데이트한 SOC 를 Figure 8 에, 그리고 컨덕턴스를 Figure 9 에 

비교하여 나타냈다. 전반적으로 2ms 이상의 펄스 길이에 대해선 우수한 

선형성을 보임을 확인할 수 있으며(Figure 8a-d, Figure 9a-d), 또한 

이중막 커패시턴스 값에 따른 차이도 나타나지 않는다. 반면, 2ms 보다 

짧은 펄스에 대해선 이중막 커패시턴스 값에 따른 그래프 양상의 차이를 

확인할 수 있으며(Figure 8e-g, Figure 9e-g), 특히 이중막 커패시턴스 

값이 증가할수록 비선형적인 업데이트 양상이 나타나는 것 또한 확인할 

수 있다. 

 펄스 길이에 따른 컨덕턴스 업데이트 선형성을 Figure 10a 에 

도시하였다. 언급한 대로, 펄스 길이가 2ms 이상으로 충분히 길 때에는 

이중막 커패시턴스 값에 상관없이 1 에 가까운 우수한 선형성을 보이며, 

펄스 길이가 2ms 보다 짧아질 경우 이중막 커패시턴스 값에 영향을 

받으며 선형성이 감소함을 확인할 수 있다. 또한 펄스 길이가 2s 일 

때에도 200ms, 20ms, 2ms 일 때에 비해 미세하게 컨덕턴스 선형성이 

감소한 것을 확인할 수 있는데(Figure 10a), 이러한 현상은 펄스 길이에 

따른 SOC 업데이트 선형성에서는 관찰되지 않는다.(Figure 10b) 이는 

채널 전극으로 사용한 LCO 의 컨덕턴스가 SOC 에 완벽히 선형적으로 

비례하지는 않기 때문이다. (Figure 11) 

Figure 8, Figure 9 그리고 Figure 10 의 데이터는 SOC 의 초기 값을 

0.559 로 설정한 경우이며, 2s 의 펄스 기준 100 회의 펄스 동안 SOC 
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값이 0.657 까지 증가한다. 소자의 동작 범위가 달라질 경우 선형성이 

달라질 수 있으며, 다양한 초기 SOC 값에 따라 2s 길이의 100 번의 

전류 펄스 동안 컨덕턴스 업데이트 선형성을 평가한 결과를 Table 4 에 

정리하였다. 또한, 0.434 의 초기 SOC 값에 대해 펄스 길이와 Cdl 값에 

따른 업데이트 선형성을 도시한 결과를 Figure 12 에 나타냈다. 펄스 

길이가 2s 로 길어질 때 컨덕턴스 업데이트 선형성이 Figure 10a 에 

비해 더 눈에 띄게 감소하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 동작 

범위의 조정을 통해 소자 업데이트 특성을 개선할 수 있음을 확인할 수 

있다.  
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Figure 8. SOC update profile during 100 current pulses under various pulse 

widths and double layer capacitances. Pulse widths during simulation are  (a) 

2s, (b) 200ms, (c) 20ms, (d) 2ms, (e) 200μs, (f) 20μs, and (g) 2μs. 
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Figure 9. Conductance update profile during 100 current pulses under various 

pulse widths and double layer capacitances. Pulse widths during simulation 

are  (a) 2s, (b) 200ms, (c) 20ms, (d) 2ms, (e) 200μs, (f) 20μs, and (g) 2μs. 
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Figure 10. Write linearity over pulse width under various double layer 

capacitances calculated for (a) conductance and (b) SOC. 100 current pulses 

applied from initial SOC of 0.559. 
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Initial SOC Operation range Write Linearity 

0.434 0.434 ~ 0.532 0.974 

0.559 0.559 ~ 0.657 0.998 

0.701 0.701 ~ 0.798 0.955 

Figure 11. Conductance over SOC calculated through 2D simulation. Update 

linearity can vary according to device operation range. 

Table 4. Conductance write linearity during 100 current pulses obtained from 

various operation range. Pulse width is 2s and double layer capacitance is 

0.5F/m2. 
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Figure 12. Write linearity over pulse width under various double layer 

capacitances calculated for (a) conductance and (b) SOC. 100 current pulses 

applied from initial SOC of 0.434. 
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3-3. 소자 산포 특성 평가 

3-3-1. 영역 두께에 따른 소자 특성 평가 

 선행연구[19]에서 소자의 게이트 전극으로 사용된 Si 은 e-beam 

evaporation 을 통해서, 그리고 채널 전극과 전해질로 사용된 LCO 와 

LiPON의 경우 radio frequency magnetron sputter를 통해 도포되었다. 

이 중, 전해질과 채널 물질을 도포한 sputter 의 경우, 서울대학교 

반도체공동연구소의 Endura Sputter(Endura 5500) 기준 5% 이내의 

두께 균일도 산포가 발생한다고 소개되어 있으며, 선행연구에서도 3% 

이내의 산포가 발생한다고 확인된 바 있다.[72] 이에 따라 전해질 

영역과 채널 영역의 두께를 0.95 배부터 1.05 배까지 바꿔가며 진행한 

시뮬레이션 결과를 비교하여, 두께 산포에 따른 소자 특성을 확인한다. 

 Figure 13 과 Figure 14 에 각각 채널 영역의 두께와 전해질 영역의 

두께에 따른 리튬 농도 및 컨덕턴스 업데이트 양상을 나타냈다. 전해질 

영역의 두께에 따라서는 각 그래프가 별다른 차이를 보이지 

않지만(Figure 14), 채널 영역의 두께에 따라서는 펄스 당 업데이트 

양이 전해질 두께에 반비례하는 것을 확인할 수 있다.(Figure 13) 이는 

리튬 조성이 채널 영역의 부피에 대한 농도로 표현되기 때문이며, 이에 

따라 컨덕턴스 또한 리튬 조성에 비례하여 변하게 된다. 이를 통해 

LISTA 소자의 채널 물질을 도포할 때, 도포 두께 산포에 따라 소자의 

시냅스 특성의 산포가 발생할 수 있음을 확인했다. 



 

 38 

  

  

Figure 13. Update profile of (a)SOC and (b)conductance while sweeping 

channel thickness within 5% variation, where default thickness(X1.00) of 

channel is 120nm. Current pulses of 350nA and 2s for 100 potentiation/100 

depression have been applied. 

 



 

 39 

 

Figure 14. Update profile of (a)SOC and (b)conductance while sweeping 

electrolyte thickness within 5% variation, where default thickness(X1.00) of 

electrolyte is 400nm. Current pulses of 350nA and 2s for 100 

potentiation/100 depression have been applied. 
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3-3-2. 표면 거칠기에 따른 소자 특성 평가 

Sputter를 통해 도포된 전해질과 채널 영역의 경우, 두께 균일성에 

오차가 있을 뿐 아니라, 평평하지 않은 곡률 형태로 표면이 형성되는 

표면 거칠기 이슈도 있다. 선행연구에서 200nm의 LiCoO2 필름을 RF 

magnetron sputter를 통해 도포했을 때, Sputtering gas 

pressure(3mtorr~18mtorr)에 따라 4~20nm의 제곱근 평균 

거칠기(root-mean-square roughness, Rrms)를 가짐이 확인되었다.[73] 

제곱근 평균 거칠기 값은 수식 (32)를 통해 계산된다. 

 

 

이 때, L 은 구간 길이, r(x)는 측정 구간 표면 윤곽의 높이이다. 이를 

반영하기 위해 채널 전극 영역의 위아래 경계선을 sine wave 로 

구현하였으며(Fig. 15), 
8

주기
 값이 자연수인 관계를 만족하는 경우 위 

수식을 아래와 같이 간단하게 정리할 수 있다.  

 

 

Rrms값을 4~20nm 범위에서 가지도록 sine wave의 주기와 진폭 값을 

바꾸어가며 시뮬레이션하였다. 변화시킨 파라미터의 값은 table 5 에 

요약하여 정리하였다. 같은 sine wave 주기에서 진폭을 변화시킨 

경우와, 같은 sine wave 진폭에 대해 주기를 변화시킨 경우에 대한 

소자 구조를 각각 Figure 17a 와 Figure 17b 에 도시하였다.  

 𝑅𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝐿
∫ 𝑟2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

 (32) 

 𝑅𝑟𝑚𝑠 =
1

√2
 × 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (33) 
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Sine wave 의 주기와 진폭을 변화시키며, 200ms 의 전류 펄스를 통해 

potentiation 과 depression 을 10 번씩 반복하는 동안 측정된 

conductance 를 Figure 18 에, 그리고 SOC 를 Figure 19 에 나타냈다. 

같은 sine wave 주기(0.5μm)에서 Rrms 값이 커질수록, 즉 표면의 

곡률이 커질수록 읽히는 컨덕턴스 값이 작아지는 것을 확인할 수 

있으며(Fig. 18a), 또한  같은 Rrms 값에 대해 sine wave 의 주기가 

작아질수록 컨덕턴스 값이 작게 읽히는 것을 확인할 수 있다.(Fig. 18b)  

이에 반해 채널 내 리튬 농도는 sine wave 의 Rrms 값과 주기에 

관계없이 업데이트 양상이 일정하게 나타났다(Figure 19). 이는 표면의 

굴곡에 상관 없이 채널 영역의 총 부피가 일정하기 때문이며, Table 5 의 

진폭과 주기 조건들에서 sine wave 의 적분값이 0 임을 통해 이해할 수 

있다.  

채널 내 리튬 농도와 달리 컨덕턴스 값이 곡률에 따라 다르게 읽히는 

이유는 곡률이 증가함에 따라 채널 내의 전류 분포가 복잡해지고, 소스 

전극과 드레인 전극 사이의 전류 이동 거리가 길어지기 때문으로 이해할 

수 있다. Figure 16 에 그림의 수평 방향(x 축)으로 흐르는 전류 밀도를 

나타냈으며, 소스와 드레인 사이에 걸리는 bias 에 따라 전류가 왼쪽에서 

오른쪽으로 흐르는 것을 관찰할 수 있다. 이 때, 채널 영역의 

가운데에서의 전류 밀도 값이 더 큰 것을 통해, 전류가 최단 경로를 

통해 흐르고자 하는 것을 확인할 수 있다. 

 

Period [μm] Amplitude [nm] Rrms [nm] 

1  2/3  1/2 5.657  16.971  28.285 4 12 20 

Table 5. Values of swept parameter during surface roughness test simulation. 
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Figure 15. Schematic of 2-dimensional LISTA device. Surfaces of sputtered 

LiPON electrolyte and LCO channel electrodes are modelled with curvy sine 

wave.  

Figure 16. Electric current density along horizontal x direction[A/m2]. 

Current preferentially flows through the shortest path between source and 

drain electrode. Period is 2/3μm and Rrms is 20nm. 
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Figure 17. Schematic of 2-dimensional LISTA device with various surface 

roughness conditions. (a)Rrms is varied with period of 1/2μm. (b)Period is 

varied with Rrms of 12nm. 
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Figure 18. Conductance update during 10 potentiation/10 depression current 

pulses of 200ms. (a)Rrms is varied while period=0.5μm and (b)period is varied 

while Rrms = 12nm. 

Figure 19. SOC update during 10 potentiation/10 depression current pulses 

of 200ms. (a)Rrms is varied while period=0.5μm and (b)period is varied while 

Rrms = 12nm. 
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3-4. 소자 retention 특성 평가 

3-4-1. SEI layer 생성에 따른 소자 용량 저하 

 기본적으로 ECRAM의 경우 외부 회로를 따른 전류의 흐름을 차단하면, 

전하 중성 유지 조건에 따라 내부 이온의 흐름도 차단되며 훌륭한 

retention 특성을 나타낸다. 하지만, 2-2-4에서 언급한 SEI layer의 

경우 과전압(overpotential)이 걸리지 않을 때에도 생성될 수 있으며, 

이는 수식 (34)에서 ηSEI 값이 0 일때에도, 정의된 교환 전류 밀도에 

따라 ISEI 값이 0이 아님을 통해 확인할 수 있다. 

이런 현상을 반영하여 소자에 OCP(Open Circuit Potential)를 

10000s동안 가해주는 시뮬레이션을 수행하고, 시간에 따른 소자의 용량 

저하를 측정하였다.(Fig. 20) 시뮬레이션의 수렴성을 위해 이전 

실험들과 달리 일차원 시뮬레이션을 통해 진행하였으며, 용량 저하는 

수식 (35)을 통해 평가하였다.  

 

 

Figure 20에서 초기에 비해 점차 용량 저하 속도가 느려지는 것을 

확인할 수 있다. 이는 SEI layer 생성 반응에서 반응물이 SEI layer를 

통해 이동해와야 하므로, 이미 SEI layer가 충분히 쌓여있을 경우 추가 

생성 반응을 줄여주는 역할을 하기 때문이다. 이는 수식(34)의 우변의 

분모에 있는 두번째 항을 통해서도 확인할 수 있다. 

  

 
𝑑𝑄𝑆𝐸𝐼

𝑑𝑡
 =  − 𝐼𝑆𝐸𝐼 =  (1 + 𝐻)

𝐽𝐼1𝐶

𝑒𝑥𝑝(
𝛼𝜂𝑆𝐸𝐼𝐹

𝑅𝑇
)+ 

𝑄𝑆𝐸𝐼𝑓𝐽

𝐼1𝐶

  (34) 

 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡 =
𝑄𝑏𝑎𝑡𝑡,0 − 𝑄𝑆𝐸𝐼

𝑄𝑏𝑎𝑡𝑡,0
 (35) 

 𝑄𝑏𝑎𝑡𝑡,0 = 𝐴𝐿𝑝𝑜𝑠𝐹(𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑖𝑛) (36) 



 

 46 

  

Figure 20. Simulated relative capacity fades over time due to the SEI layer 

forming reaction. OCP was applied to the device during 1280s.  
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3-4-2. 소자 용량 저하 수학적 모델링 

Retention 시뮬레이션과 같이 소자에 OCP가 가해지고 있는 경우, 

수식 (34)를 보다 간단히 정리할 수 있다. 이를 바탕으로, 시간에 따른 

용량 저하 관계를 수식을 통해 모델링한다. 

 

 

소자에 OCP가 가해지는 rest 동작에서는 계면에 가해지는 과전압이 

0이라고 가정할 수 있으며, 음극의 볼륨 팽창 효과를 반영하는 H 또한 

리튬 이온이 음극으로 주입될 때에만 유효하므로 마찬가지로 0으로 

가정할 수 있다. 수식 (37)의 근사를 통해 수식 (34)가 수식 (38)과 

같이 간소화된다. 

 

 

그 후, 수식 (38)의 QSEI에 대한 미분방정식을 풀이하여 정리하면, 

수식 (39)과 같이 t1/2에 비례하는 QSEI를 구할 수 있다. 이를 수식 

(34)에 대입하여 수식 (40)의 시간과 소자 용량 사이의 관계식을 

유도한다. 

Figure 21a에 수식 (35)를 통해 1280s 동안 시뮬레이션 상에서 

측정된 소자 용량과, 수식 (40)를 통해 계산한 소자 용량을 비교하여 

 𝜂𝑆𝐸𝐼 ≃ 0, 𝐻 ≃ 0 (37) 

 
𝑑𝑄𝑆𝐸𝐼

𝑑𝑡
≃  

𝐽𝐼1𝐶

1+ 
𝑄𝑆𝐸𝐼𝑓𝐽

𝐼1𝐶

  (38) 

 𝑄𝑆𝐸𝐼 =  
√2𝑓𝐽2𝑡 + 1 − 1 

𝑓𝐽
× 𝐼1𝐶 (39) 

 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑡 =1 - 
√2(1+𝐻)𝑓𝐽2𝑡+1−1 

𝑄𝑏𝑎𝑡𝑡,   0 𝑓𝐽
× 𝐼1𝑐 (40) 
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시간에 따라 도시하였다. 두 그래프가 일치하는 것을 통해 수식(37)의 

근사와 이를 통한 계산이 유효했음을 확인할 수 있으며, 수식 (40)를 

통해, 직접 시뮬레이션을 하지 않더라도 보다 더 긴 시간 동안의 용량 

저하를 예상해볼 수 있다. Figure 21b에 2Ms 동안의 용량 저하를 수식 

(40)를 통해 계산한 결과를 나타냈다. 대표적으로, 130시간 이후 1%의 

용량 저하, 107일 이후 5%의 용량 저하가 예상되었다. 
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Figure 21. Relative capacity fades over time due to the SEI layer forming 

reaction. OCP was applied to the device during 1280s. (a)Simulated data and 

comparison with calculated data through mathematical modelling. (b)Relative 

capacity fade over longer time of 2Ms, calculated through mathematical 

modelling. 
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3-4-3. SEI layer 생성에 따른 state retention 

 또한, 과전압(η)이 0 일 때에도 SEI layer 생성 반응이 일어난다는 

것은, 소자를 동작시키지 않는 rest 상태에서도 채널 내 리튬 이온이 

빠져나갈 수 있다는 것을 의미한다. SEI layer 생성 반응에 따라 음극과 

전해질 사이 계면에서 리튬 이온이 소모될 때, 채널 영역에서도 일정량 

리튬 이온이 빠져나가게 되며, 이에 따라 소자의 retention 특성 저하로 

이어지게 된다. 소자를 10ks 동안 rest 상태로 두었을 때의 채널 SOC 

변화를 Figure 22 에 나타냈다. 또한, 수식 (41)을 통해 계산한 

Relative SOC 값을 함께 나타냈다. 10ks 이후 초기 SOC의 99.992%를 

유지하며, 주어진 기간 동안에는 매우 우수한 retention 특성이 

확인되었다. 

 

3-4-4. State retention 수학적 모델링 

 유의미한 retention 저하가 나타나는 더 긴 시간 간격에 대해 평가하기 

위해, 시간에 따른 SOC의 수학적 관계식을 구한다.  

 

 

 𝑆𝑂𝐶𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑆𝑂𝐶

𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡
 (41) 

 𝐼𝐸𝐶 = 𝑠𝐼𝑆𝐸𝐼 (42) 

 
𝑑𝑆𝑂𝐶

𝑑𝑡
= −

𝐼𝐸𝐶

𝐹𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑥𝐿𝑝𝑜𝑠𝐴 
= −

𝑠𝐼𝑆𝐸𝐼

𝐹𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑥𝐿𝑝𝑜𝑠𝐴 
 (43) 

 ΔSOC = −
sQSEI

𝐹𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑥𝐿𝑝𝑜𝑠𝐴
 (44) 

 𝑆𝑂𝐶 = 𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝑠𝐼1𝐶

√2𝑓𝐽2𝑡 + 1 − 1

𝑓𝐽𝐹𝑐𝐿𝑖,𝑝𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑥𝐿𝑝𝑜𝑠𝐴
 (45) 
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 수식 (42)에 나타낸 바와 같이, fitting parameter로 s(Interface 

current density ratio[1])를  도입하여 ISEI와 전해질/채널 사이 

계면에서의 전류(IEC) 사이 선형적인 비례 관계를 가정하였다. 즉, SEI 

layer 형성 반응에 의해 음극과 전해질 사이 계면에서 소모되는 리튬의 

양에 선형적으로 비례하는 만큼 채널 영역 내의 리튬 이온이 

빠져나간다고 가정하였다. 400s 동안 소자를 rest 상태에 두며 두 값을 

비교하였을 때, 두 전류 값 사이의 비율로 정의된 s값이 초기 구간을 

제외하고 안정된 상수 값을 가지는 것을 Figure 23에서 확인할 수 있다. 

 전해질과 채널 사이 계면에서의 전류, IEC는 채널에서 빠져나가는 리튬 

이온의 양을 나타낸다. 즉, IEC의 크기에 비례하여 수식 (43)을 따라 

SOC가 감소하며, 수식 (43)을 적분하여 수식 (44)를 유도할 수 있다. 

그리고 수식 (39)의 소자 용량과 시간 사이 관계식을 대입하고 

정리하여, 수식 (45)의 시간에 따른 SOC 변화 관계식을 유도한다. 

 소자 용량 저하와 마찬가지로, t1/2에 비례하여 감소하는 SOC를 확인할 

수 있으며, 100ks 동안 채널 내 SOC 변화를 시뮬레이션한 결과와, 수식 

(45)을 통해 계산한 결과를 비교하여 Figure 24a에 나타냈다. s의 값은 

Levenberg-Marquardt 알고리즘을 통해 0.05952로 최적화하였다. 

해당 s 값에 대해 시뮬레이션 데이터와의 높은 일치도를 보여주며, 수식 

(42)에서의 가정이 유효했음을 확인할 수 있다. 

 3-4-2 에서와 마찬가지로, 2Ms 의 더 긴 시간 동안에 대한 SOC 

저하를 수식 (45)을 통해 계산한 결과를 Figure 24b 에 나타냈다. 

대표적으로 46 일 이후 0.5%, 197 일 이후 1%의 리튬 농도 손실이 

일어났다. 
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Figure 23. ISEI, kinetics for SEI forming reaction, and ILi, EC, charge transfer 

current at electrolyte/cathode interface are compared. Fitting parameter s, 

defined as the fraction between ISEI and ILi, EC remains constant after initial 

deviation. 

Figure 22. Simulated loss of SOC and relative SOC over time due to the SEI 

layer forming reaction. OCP was applied to the device during 10ks 
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Figure 24. SOC and relative SOC over time due to the SEI layer forming 

reaction. OCP was applied to the device during 100ks. (a)Simulated data and 

comparison with calculated data through mathematical modelling. (b)Relative 

capacity fade over longer time of 2Ms, calculated through mathematical 

modelling. 
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3-5. 소자 Cycle endurance 특성 평가 

3-5-1. Cycle 에 따른 소자 용량 저하 

소자를 여러 cycle 동안 potentiation 과 depression 을 반복할 

경우에도 SEI layer 의 형성에 의한 열화가 발생할 수 있다. 먼저, 

retention 시뮬레이션에서와 같이 cycle 에 따라서도, 리튬 이온이 SEI 

layer 를 형성하는 데에 소모되며 이용가능한 소자 용량이 감소할 수 

있다. 2s, 75mV의 전압 펄스를 통해 1 cycle당 10번의 potentiation과 

10 번의 depression 씩, 총 100cycle 동안 반복한 업데이트 결과를 

Figure 25a 에 나타냈다. 전압 펄스는 초기 조건에서 계산된 OCV 값 

기준으로 가하였다. 3-4-1 에서 논의한 바와 같이 용량 저하가 

처음에는 비교적 빠르게 일어나다가, 점차 저하 속도가 감소하는 양상을 

확인할 수 있다. 이는 가해준 전압 펄스 모양이, 각 구간마다 상수 값을 

가지는 비교적 간단한 형태이기 때문에, 여러 가정을 통해 정리한 수식 

(40)의 결과와 같은 경향성을 나타내는 것으로 이해할 수 있다.  

 

3-5-2. Cycle 에 따른 소자 업데이트 특성 저하 

또한, 3-4-3 에서 논의한 바와 같이 가해준 전압에 따라 흐르는 전류 

중 일부가 SEI layer 를 형성하는데 쓰일 수 있으며, SEI layer 형성 

반응 속도를 나타내는 ISEI 값은 ηSEI 값에 따라 depression 동작과 

potentiation 동작에서 다르게 나타날 수 있다. 이에 따라 소자 

대칭성에 열화가 생길 수 있으며, cycle 이 반복됨에 따라 소자 업데이트 

특성 저하로 나타날 수 있다. 2s, 75mV 의 전압 펄스를 통해 cycle 당 

potentiation과 depression 동작을 10번씩, 총 100cycle동안 반복하며 

측정한 소자 컨덕턴스를 Figure 25b 에 나타냈다. 앞선 논의들과 
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마찬가지로, SEI layer 가 거의 형성되어 있지 않은 초기에 열화가 크게 

나타나는 것을, 그리고 시간이 지나며 충분한 SEI layer 가 형성됨에 

따라 이상적인 업데이트 특성을 보이는 것을 확인할 수 있다. 시간에 

따른 열화 정도는 그래프의 y 축 범위를 0.662~0.67 로 제한하여 

확대한 Figure 25c 에서 보다 더 잘 확인할 수 있다. 
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Figure 25. Cycle endurance during 100 cycles. 10 Voltage pulses of 75mV 

and 2ds are applied for each potentiation/depression per 1 cycle. (a)Capacity 

fade due to SEI layer formation. (b)SOC update profile during simulation, and 

(c)SOC update profile with enlarged y-axis. 
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4. 결론 

본 논문에서는 이차원 유한요소법을 통해 전기 이중막, SEI layer 등 

계면에서의 특성을 포함한 소자 내 리튬 이온의 거동을 

시뮬레이션하였다. 먼저, 실제 소자의 전류 펄스에 따른 컨덕턴스 

업데이트 측정 데이터와 비교하여 우수한 시뮬레이션 정확도를 

확인하였으며, 전류 펄스의 크기와 길이에 선형적으로 비례하여 

컨덕턴스 변화량이 증감하는 것 또한 확인하였다. 

소자 선형성 평가에서는 펄스 길이가 2ms 이하 수준으로 짧아질 

경우, 이중막 커패시턴스에 따라 선형성에 저하가 생기는 것을 

확인하였다. 또한, 2ds 이상 수준으로 펄스 길이가 길어질 경우에도 

LiCoO2 채널 물질의 비이상적인 리튬 농도와 컨덕턴스 관계에 따라, 

선형성이 감소하는 것을 확인하였다.  

소자 산포 특성 평가에서는 채널 물질과 전해질 물질을 쌓는 sputter 

공정에서 두께 균일성과 표면 거칠기에서 산포가 생길 수 있음을 

고려하였으며, 채널 영역의 두께에 비례하여 컨덕턴스 업데이트 양이 

변화하는 것을, 그리고 표면 거칠기에 따라 소스 전극과 드레인 전극 

사이 경로가 길어질수록 컨덕턴스가 작게 읽히는 것을 확인하였다. 

소자 retention 특성 평가에서는 SEI layer 생성 반응에 따라 소자에 

OCV 를 가하며 rest 상태를 유지할 시의 용량 저하를 확인했다. 

시뮬레이션을 통해 시간에 따라 점점 느린 속도로 용량이 저하되는 것을 

확인하였다. 여러 가정을 통해 SEI layer 생성 반응을 모델링한 수식을 

정리하여 시간과 용량 사이의 수학적 관계식을 구하였다. 해당 관계식을 

통해 계산된 데이터가 실제 시뮬레이션 데이터와 잘 일치함을 

확인하였으며, 이를 통해 130 시간 이후 1%의 용량 저하, 107 일 이후 

5%의 용량 저하 등 보다 긴 시간 동안의 용량 저하 양상을 평가했다. 
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또한 SOC retention 에 대한 평가에서도, 마찬가지로 시간에 따라 점차 

열화 속도가 감소하는 양상을 확인했으며, 시간에 따른 SOC 사이의 

수학적 관계식을 정리하였다. 이를 통해 대표적으로 46 일 이후 0.5%, 

197 일 이후 1%의 SOC 손실 등 보다 긴 시간에 대한 retention 

데이터를 평가하였다. 

 소자 Cycle Endurance 평가에서는 전압 펄스를 통해 potentiation 

동작과 depression 동작이 반복됨에 따른 소자 용량 저하 및 업데이트 

특성 저하를 확인했다. Retention 특성에서와 마찬가지로, SEI layer 가 

거의 형성되지 않은 초기에 비교적 큰 열화가 나타났으며, 이후 점차 

열화 정도가 감소하는 양상을 확인할 수 있었다. 이를 통해 실제 소자 

동작 이전에, 충분한 SEI layer 를 미리 형성한다면, 이상적인 cycle 

endurance 특성을 나타낼 수 있음을 예상할 수 있었다. 

 본 연구에서는 LISTA 소자에 대해, 여러 계면에서의 특성을 반영한 

유한요소해석 시뮬레이션을 통해 아직 이해가 부족한 시냅스 특성들을 

평가하였다. 소자의 동작시 펄스 길이, 산포, 계면에서의 특성 등에 대한 

고려와 이해가 필요함을 확인하였으며, 소자 동작 범위와 초기 cycling 

등, 소자가 이상적으로 동작하기 위한 조건을 탐색하고 예상해보았다. 
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A lithium-ion-based electrochemical random access memory with 

excellent synaptic update characteristics and extremely low power 

consumption has been proposed as a candidate for implementing 

neuromorphic computing. However, there is still lack of 

understanding of the device interfaces, and discussion regarding the 

linearity depending on pulse length, device variance, reliability, and 

cycle endurance. Therefore, in this paper, a two-dimensional finite 

element simulation incorporating non-ideality at the interface, such 

as electric double layer and SEI layer, was designed to model the 

electrochemical random access memory, and various synaptic 

characteristics were analyzed. 

 The impact of pulse width on the device linearity is investigated, 

revealing that update with short pulse widths below 2ms results in 

decreased linearity due to current leakage caused by the electric 
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double layer effect. Furthermore, it was confirmed that the linearity 

also decreases for pulse widths longer than 2ds, indicating that the 

operating range of the device should be considered. In addition, 

device variance occurring at deposition of the materials, like 

electrode thickness and surface roughness, was considered and 

regarding synaptic update characteristics were examined. In terms 

of device reliability evaluation, it was found that during retention and 

cycling test the SEI(Solid Electrolyte Interphase) layer forming 

reaction leads to a decrease in device capacity and state of the device. 

Specifically, for retention, a mathematical relationship of capacity and 

lithium concentration over time was derived to evaluate the retention 

characteristics for longer time intervals. 

In this study, the degradation of synaptic characteristics caused by 

various factors was investigated.  And it was confirmed that synaptic 

characteristics can be improved through adjustment of the device 

operation range and operating devices beforehand. To fully utilize and 

improve the advantages of ion-based electrochemical synaptic 

devices, this study suggests thorough understanding of the 

characteristics at the interface, such as electric double layer and SEI 

layer, is required. 

 

Keywords: Neuromorphic computing, Electrochemical Random 

Access Memory, Finite Element Method, Linearity, Reliability 
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